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본  필  에  도 막에 연막  코 하여 누  등  연  지할 수 는 연막

코  열필 에 한 것 다.

본   도  갖는 재  루어  상  필  에 는 도 막과, 상  도 막에 

고, 원과 연결 어 상  도 막에 차  가하는 극과, 상  도 막   체에 는

연막  포함하고, 상  도 막   주  주울(joule) 열  생 하는 연막  코  열필 에

한 것 다.
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청

청 항 1 

체  여과하도  상에 는 필 에 어 ,

 도  갖는 재  루어  상  필  에 는 도 막;

상  도 막에 고, 원과 연결 어 상  도 막에 차  가하는 극;

상  도 막   체에 는 연막;  포함하고, 상  도 막   주  주울(joule) 열

 생 하는 것  특징  하는 연막  코  열필 .

청 항 2 

 1항에 어 ,

상  연막  실리콘(Si), 게 마늄(Ge),  하프늄(Hf),  탐탈럼(Ta)  몰리브 (Mo)  루어진 

택  어도 어느 하나  포함하는 연 질  루어진 것  특징  하는 연막   열필 .

청 항 3 

 1항에 어 ,

상  연막  원  착 (Atomic Layer Deposition, ALD)  상  도 막  에  것  특징

 하는 연막  코  열필 .

청 항 4 

1항에 어 ,

상  연막  학 상 착(CVD, chemical vapor deposition)  상  도 막  에  것  특

징  하는 연막   열필 .

 

 술  야

본  연막  코  열필 에 한 것 , 욱 상 하게는 필  에  도 막에 연막[0001]

 가  코 하여 누  등  연  해결할 수 는 연막  코  열필 에 한 것 다.

 경  술

 체  도가 아진 상태에 는 필 에  과  지 않다. 라 , 체  원 하게 시[0002]

키  해 는 체  도  여 그 도  낮 어야 한다. 래  경우 체   아 사  어 운

 해결하고  체가   체   낮  하여 체가  탱크 내 에 열

 하여 체   도 상  지 한 후 사 하고 는 실 다. 상  같  열  루어

진 체는 도가 라가고  내 가 필  과  아질 수 다. 

근들어, 필  본연  능  지하  액체 과  향상시키  한 많   었다. 필  통과하[0003]

는 체  도   체  도가 낮아지  과   수 다.  해 래에는 필  에

 나   고, 빛  사하여 나  에  생하는 열  해  필  가열하는 식  연

고 다. 하지만, 상  같  열 식  빛  과 는 체에만  가능하고 빛  열  변 하는 과

에  에 지  실  크  에 지 못한 가 었다. 

행 술 헌
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특허 헌

(특허 헌 0001) 공개특허 10-2004-0089715 [0004]

 내

해결하 는 과

본  상술한  해결하  하여 안  것 , 본   연  보하여 안 사고에[0005]

비한 상태에  주울열  하여 과하는 체  여과하  동시에 가열시킬 수 는 연막  코  

열필  공함에 다.

과  해결 수단

상  같   달 하  한 본  술한 술  과  해결하  한 수단 ,  도[0006]

갖는 재  루어  상  필  에 는 도 막과, 상  도 막에 고, 원과 연결

어 상  도 막에 차  가하는 극과, 상  도 막   체에 는 연막  포함하고, 상

 도 막   주  주울(joule) 열  생 한다.

상  연막  실리콘(Si), 게 마늄(Ge),  하프늄(Hf),  탐탈럼(Ta)  몰리브 (Mo)  루어진 [0007]

택  어도 어느 하나  포함한다.

상  연막  원  착 (Atomic Layer Deposition, ALD)  상  도 막  에 다.[0008]

상  연막  학 상 착(CVD, chemical vapor deposition)  상  도 막  에 다.[0009]

 과

상 한  같  본 에 ,  연  보하여 안 사고에 비한 상태에  주울열  하여 과[0010]

하는 체  여과하  동시에 가열시킬 수 다.

또한, 과 체  도  상승시켜 과 체  도  낮춰 과  향상시킬 수 다. [0011]

또, 과 체  순  거함   과 체  열시킬 수 , 과 체가  경에  [0012]

생하는 체  결  한 필  막 상  지할 수 다. 

나아가 과 체에  가하여 체에 포함    하 크 나 에 라  과  [0013]

택  할 수 고,  ,  도도에 라  과  택  할 수 다.

도  간단한 

도 1  본   실시 에  연막  코  열필  사시도,[0014]

도 2는 도 1  A-A'  단 도 다. 

 실시하  한 체  내

하, 상 한  같   가지는 본 에 한 연막  코  열필  첨  도  참고하여 상[0015]

하게 한다.

도 1  본   실시 에  연막  코  열필  사시도 고, 도 2는 도 1  A-A'  단 도[0016]

다.  

본   실시 에  연막  코  열필 는  도  갖는 재  루어  필 (100)  [0017]

에  는  도 막(200)과,  상  도 막(200)에  고,  원(300)과  연결 어  상  도 막

(200)에 차  가하는 극(410,420)과, 상  도 막(200)   체에 는 연막(500)  포함

하고, 상  도 막(200)   주  주울(joule) 열  생 한다.

상  필 (100)는 , 합 수지 등과 같  재질  비  수 , 체  여과시킬 수 는 에  다양[0018]
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한 실시 가 생할 수 다. , 상  필 (100)는 체연료  여과시키는 연료필  비  수 다. 

상  필 (100)  열시킬 수 는  다양하게 개시  수 다.  들어 필 (100)  열시키  해[0019]

도  재료  할 수 다. 도  재료는 열체  비 열체  나누어지나, 열  안  고

하여 비 열체  사 할 수 다. 특  비  열체 에 도 도  본 또는 탄  도  재료  사

할 수 다.

술한  같  상  도 막(200)  도  갖는 나 재  루어지 , 그  크 는 나 미 (n[0020]

m)단  크  지하여 필 (100)  에 도 막(200)  균 하게 시킬 수 고, 결과  

항  하게 할 수   열 도  하게 하여 원하는 도  지할 수 다. 

극(410,420)  1 극(410)과 2 극(420)  루어질 수 다. 1 극(410)  필 (100)  에[0021]

고 2 극(420)  필 (100)  타 에 다. 참고 , 도 막(200)에  나 는 단  당 열

량  필 (100)에 는 도  곱에 비 한다.  극(410,420)들 사 에 직  압(V)  걸리  필

(100)  열량  V  곱에 비 하고 필 (100)  항에 비 한다. 

상  같   열필  과  하  다 과 같다. , 탄  등과 같  도  질  상[0022]

필 (100) 에 코 처리하여 도 막(200)  하고, 상  도 막(200)  양단  (+), (-)  압

걸어주  한 극(410,420)  하여 열 능  갖는 필  할 수 다. 

상  같  도 막(200)  양단에 직  또는  압  걸어주  도 막(200)  가  주울[0023]

(joule) 열  생하여 필 (100)  가열  루어지게 다. 

본   실시 에 , 상  도 막(200)  그래핀, 탄 나 브,  나   택  어느 하[0024]

나 또는 들 간  합  포함한다.

보다 상 하게는, 상  도 막(200)  도  질 , 듐 주  산 (indium tin oxide), 듐 아연 산[0025]

(indium zinc oxide), 리산 (copper oxide), 주  산 (tin oxide), 아연 산 (zinc oxide), 티

타늄 산 (titanium oxide) 등   산 나 탄  나  브(carbon nano tube, CNT), 그래핀,  나

(Au nanowire),  나 (Agnanowire), 리 나 (Cu nanowire)  비 한  나 , 도  고  

질  어느 하나 또는 들  합  포함할 수 다. 

연막(500)  상  도 막(200)   체에 다. 술한  같  도 막(200)에   [0026]

생시킨 주울열  과 체  가열시키고  할 경우, 필수  연  보 어야 한다. 만약 연 가

해결 지 않  경우 도 막(200)  통해  주  누  등  안 사고가 생하게 다. 만약 연막

(500)  지 않  상태에  과 같  도도가  체에 도 막(200)   경우 누

한 사고 험  아 가 크게 아질 것 다. 라 , 상  도 막(200)  에 연막(500)  

하여 연  보한다. 

본   실시 에 , 상  연막(500)  공지  다양한 연 질  루어질 수 , 특  실[0027]

리콘(Si), 게 마늄(Ge), 하프늄(Hf), 탐탈럼(Ta)  몰리브 (Mo)  루어진  택  어도 어

느 하나  포함할 수 다.

본   실시 에 , 상  연막(500) 또는 도 막(200)   코 (dip coating), 스프  코[0028]

(spray coating),  코 (bar coating), 슬  다  코 (slot die coating)  택  어느 하나  

 수 다.

그러나 실시 가 에 한 는 것  아니고, 상  코 하는 단계에 는 스핀(spin) 코 , 플 우(flow) 코[0029]

 (roll) 코  등  다양한 코   수 다.

본   실시 에 , 상  연막(500) 또는 도 막(200)  학 상 착(CVD, chemical vapor[0030]

deposition)  다. 학 상 착  도체  공  한 단계  학 질  플라 마  열

하여 막  하는 다. 상  연막(500) 또는 도 막(200)  막 께 에 한 도가 

하지 않  경우에는 상 착  통해  연막(500)  할 수 다. 

본   실시 에 , 상  상  연막(500) 또는 도 막(200)  도체  공  한 단계[0031]

그래핀 사    수 다. 

본   실시 에 , 상  연막(500)  원  착 (Atomic Layer Deposition, ALD)  상[0032]
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도 막  에 다.

필 (100)에 코 처리  도 막(200)  에 가  코 하는 경우 코  께  하게 하  어[0033]

울 뿐 아니라, 연막(500)  액상 공  하는 것  매우 어 다. 상  원  착 (Atomic Layer

Deposition, ALD)   막 착  nm단  코 께  할 수 고, 도 막(200) 에 고

께  도막  할 수 , 막 께  통해  필  공극  하게 할 수 다.

상 한  같  본 에 , 연  보하여 안 사고에 비한 상태에  주울열  하여 과하[0034]

는 체  여과하  동시에 가열시킬 수 다. 또한, 과 체  도  상승시켜 과 체  도  낮춰

과  향상시킬 수 , 과 체  순  거함   과 체  열시킬 수 고, 과 체가

 경에   생하는 체  결  한 필  막 상  지할 수 다. 

나아가 과 체에  가하여 체에 포함    하 크 나 에 라  과  [0035]

택  할 수 고,  ,  도도에 라  과  택  할 수 는 

 다.

본  도 에 도시   실시  참고  었 나 는 시  것에 과하 , 당해 술 야에[0036]

통상  지식  가진 라   다양한 변   균등한 실시 가 가능하다는  해할 것 다.

라  본  진 한 보  는 첨  청 에 해 만 해 야 할 것 다.[0037]

 

100 : 필[0038]

200 : 도 막

300 : 원

410 : 1 극

420 : 2 극

500 : 연막

도

도 1
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도 2
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